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表 1  PVD/CVD 和 SBD 的方法比较

技术参数 PVD/CVD SBD

前驱体 常温不稳定 常温稳定

沉积环境 真空 / 惰性气体 室温 / 大气

沉积温度 ＞ 500℃ ＜ 400℃

沉积设备 昂贵的真空系统 加热炉

薄膜厚度 精确控制纳米以下 很难精确控制

薄膜质量 高 低 - 中等

薄膜尺寸 小面积（<20 mm） 大面积

器件 高端 中低端

对环境影响 污染 环保

表 2 目前常用前驱体纳米墨水和氧化物凝胶溶液

纳米墨水
（有机配体包裹纳米颗粒）

氧化物凝胶
（大分子的金属有机化合物）

金属：
Au, Ag, Cu, Al, Ni, Pd,

导体 / 半导体：
In2O3, SnO2, Sn-doped In2O3 

(ITO), InZnO, InGaZnO, 
InZnO, ZnO

半导体：
Si, Ge，ZnO, InGaZnO

绝缘体：
SiO2, Si3N4, Al2O3, Y2O3, 
La2O3,Ta2O5, TiO2, HfO2, 

ZrO2, BaTIO3, PZT, 
Sr0.9Bi2.2Ta2O9+x,
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表 3  常用激光光源

激光光源 激光器 应用

连续及脉冲近
红外激光

半导体抽运固体 /
光纤 1064 nm 激光烧结 / 激光退火

连续及脉冲
绿光激光

半导体抽运固体 /
光纤 1064 nm 激光烧结 / 激光退火

连续及脉冲
紫外激光

半导体连续抽运的
固体 355/266nm 激光烧结 / 激光退火

连续半导体近
红外激光

半导体 780 nm， 
808 nm 激光烧结 / 激光退火

连续半导体
可见 / 蓝光激光

半导体 405 nm 激光烧结 / 激光退火
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表 4 沉积导体、半导体、绝缘体薄膜

制备的薄膜材料 特性参数 应用
银 - 线 电阻率： 5-10 µΩ·cm 电极
铝 - 线 电阻率：30-50 µΩ·cm 电极
钯 - 线 电阻率：250-300 µΩ·cm 电极

ITO（条或大面积） 表面电阻：40-100 Ω/Sq 电极
IGZO（大面积） 开 / 关比：>104 产生载流子
硅（大面积） 电阻率：30 kΩ·cm 产生载流子

Ta2O5（大面积）

击穿电压阈值：
~0.7MV/cm；

漏电流：
10-7A/cm2@0.5 mW/cm

绝缘层
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